
JCU PLASMA處理裝置

TAIKAI



表面改質・表面清潔

去膠渣・去殘膠

O2：有機氧化
Ar：物理蝕刻
H2：去氧化（還原）
CF4+O2：高速灰化

PLASMA狀態的離子氣體與基材表面產生相互作用
以完成表面改質及去除有機物。

PLASMA狀態的離子氣體與基材上的膠渣
進行反應以達到去除效果。

主要氣體種類與使用目的

離子氣體 膠渣 離子氣體與膠渣的反應物

離子氣體 有機物 離子氣體與膠渣的反應物



電鍍後斷面

PLASMA未處理
PLASMA處理後

SEM觀察

PLASMA未處理 PLASMA處理後

通過清除盲孔內部膠渣
確保電鍍可靠性！



電鍍後斷面

PLASMA未處理 PLASMA處理後

SEM觀察

PLASMA未處理 PLASMA處理後

通過清除通孔內部膠渣
確保電鍍可靠性！



DFRCu

PLASMA未處理

DFR殘渣

PLASMA處理後

通過乾膜光阻殘渣的去除
形成精細線路！
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通過在樹脂/金屬上形成親水基團、
使電鍍液可以均勻地浸透至基材的微細線路內！

PLASMA處理後



去除金屬（Cu）上的有機物殘渣

PLASMA未處理

PLASMA處理後

有效改善電鍍金等後處理製程的良率



垂直處理式設備 片式自動運輸設備

卷對卷式自動運輸設備

研究開發用小型機



垂直處理式設備

・可同時處理複數基板、
生產效率高。

・透過使用可變治具、
可處理各種尺寸基板。

片式自動運輸設備

・採自動運輸對應、
減少人為失誤的發生。

・基板一枚處理、面内均一性程度高。

卷對卷式自動運輸設備

・不切斷FCCL卷材、
可進行連續處理。

・透過低溫下的高速蝕刻、
完成除膠渣、除殘膠工程。

研究開發用小型機

・經濟且節省空間。
・適合少量生產及開發用途的PLASMA處理。



管電極

・通過管電極使電極內部的壓力分佈均勻。
・通過使冷卻水流過電極的方式，可於低溫下進行 PLASMA處理。
・腔體及電極皆採用放電效率高的金屬材料。

可適用於各種基材的PLASMA處理！
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PLASMA放電過程中的腔體內部情況


